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Student posiada wiedze na temat proceséw technologicznych stosowanych przy produkcji
uktadow scalonych VLSI, zna wptyw parametrow procesow technologicznych na geometrie i
profile domieszkowania wytwarzanych przyrzadéw oraz ich wplyw na uzyskiwane
charakterystyki elektryczne.

Fizyka potprzewodnikéw, przyrzady potprzewodnikowe, podstawy mikroelektroniki

WYKLAD

Wyktad omawia organizacje clean room'u,a takze poszczegdlne operacje technologiczne,
takie jak wytwarzanie monokrysztatéw, epitaksja, litografia, implantacja jondw, nakfadanie
cienkich warstw z fazy gazowej, wytrawianie, nakladanie metalizacji, packaging, testowanie.
Wykiad ilustruje jak pojedyncze operacje technologiczne potgczone sg w jednolity proces
wytwarzania ukladéw scalonych.

CWICZENIA LABORATORYINE

W czasie laboratorium studenci zaznajamiajg sie z podstawowymi procesami
technologicznymi, takimi jak: implantacja jondw, dyfuzja domieszek, epitaksja, wyzarzanie,
wytrawianie. Poprzez symulacje studenci uczg sie jak kontrolowa¢ ww. procesy i badajg
wptyw ich parametrow (czas, temperatura, itp.) na uzyskiwane profile domieszkowania oraz
charakterystyki elektryczne przyrzaddéw.

Ocena koncowa jest Srednig arytmetyczng oceny z egzaminu pisemnego i oceny koncowej z
laboratorium.
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